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図 1.H2-RIEを行わなかった場合の断面 SEM像。SiO2 

上の IGZOがエッチング除去しきれていない。 
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【はじめに】酸化物半導体のデバイス加工はリフトオフプロセスやウェットエッチング、アルゴ

ンミリングが一般的である。塩素系ガスを用いたドライエッチングを行う場合もあるが、SiO2 ハ

ードマスクとの選択比は 0.7-1.5 程度と小さく、傾斜のついたデバイス形状となる[1]。CH4/H2混

合ガスをエッチングガスとした RIEを用いれば、レジストや SiO2ハードマスクとの選択比が大き

く、垂直に近い矩形形状に加工することが可能である。今回 CH4/H2混合ガスを用いた RIE により

a-IGZOのサブミクロンスケールの矩形形状のデバイス構造を試作した。 

【実験と結果】SiO2酸化膜が 300nm形成されている Si基板上に RFスパッタリング法により a-IGZO

薄膜を室温で 300 nm 製膜した。TEOS による CVD 法を用いて SiO2膜を 350℃で堆積し、ハードマ

スク材料とした。電子ビーム露光とドライエッチングによって SiO2膜に線幅約 300nmのマスクパ

ターンを転写した。CH4/H2混合ガスをエッチングガスとして用い、平行平板方式の RIEを行った。

0.33～0.44 W/cm2 の RF パワー密度で 10～

20nm/min 程度のエッチング速度が得られたが、

CH4/H2混合ガスの RIEだけでは下地 SiO2酸化膜上

の a-IGZO薄膜を完全にエッチング除去すること

ができなかった。酸素による RIEを行っても除去

できないことから、CH4/H2混合ガスプラズマによ

って形成された炭化水素系ポリマーだけでなく、

金属元素を含む不揮発性有機物であることが明

らかになった（図 1）。CH4/H2混合ガスの RIE を

行った後に CH4を含まない純 H2ガスの RIEを行っ

たところ、下地 SiO2酸化膜上の a-IGZO 薄膜を完

全にエッチング除去することができ、サブミクロ

ンスケールの矩形形状のデバイス構造を作製する

ことが可能となった（図 2）。 
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図 2. H2-RIEを行った場合の断面 SEM像。 

第 61 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2014 春　青山学院大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17p-PG3-26

21-047


